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１．概要（Summary） 

我々の研究開発の一環として，厚い Si ウエハの低ダメ

ージダイシングを検討している。従来のブレードダイシン

グでは，ダイシング領域の側壁に必ず数 100 µm レベル

のダメージが入るだけでなく，チッピングも発生しやすい。

今回，低ダメージかつチッピングフリーな加工が可能なス

テルスダイシングを利用して，薄化されていない厚い Si ウ
エハ加工を行った。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

ステルスダイサー 
 
【実験方法】 

6”用のダイシングフレームと 6”用ダイシングテープを用

いて，ウエハの表と裏の両面にデバイスのある 4“ウエハの

表側をテープで固定する。ステルスダイサー（ (株）

DISCO 製，DFL7340）にダイシングフレームをセットし，

ウエハアライメント後，ダイシングラインに沿ってウエハ内

部に規定回数レーザを照射する。レーザ照射強度，回数

や深さ，ウエハの移動速度は，基板厚に応じて変更する。 
レーザ照射後，本来はエキスパンダにてテープごとウエ

ハを全平面方向に均等に伸ばすことで，チップをセパレ

ートするが，使用したダイシングテープ（T-80HW-23A, 
80 µm, 粘着タイプ)），厚い Si ウエハ，標準のレーザ照

射条件の組み合わせでは，ダイシング後のエキスパンド

がすべてのチップを分割するには不十分であった。このた

め，エキスパンドの前にダイシングフレームに固定した状

態でチップを手で一つ一つ割る（実際には細い金属棒を

軸にチップ一列を真っ直ぐに割る）。その後，ウエハをエ

キスパンドすることで，チップをセパレートする。最後に，

目視にて各チップの分割状態，チッピング有無などを確

認する。 

 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
基板厚500 µmの場合，エキスパンド前にチップを手で

割る作業では，多少の Si クズが散見されたが目立ったチ

ッピングは発生しなかった。その後，ウエハをエキスパンド

すると，最初のウエハに関しては一部チップが完全にセパ

レートされなかった。セパレートされなかったチップは，手

で割る作業が不十分だったためで，その後注意深く気を

つけることでセパレートされないチップは発生しなかった。

以上の結果から，基板厚 500 µm のウエハは，標準条件

でチッピングフリーなダイシングが可能であると分かった。 
基板厚 1000 µm の場合，エキスパンド前にチップを手

で割る作業で，明らかに目立ったチッピングが発生してい

た。チッピングはウエハ全面，表裏両面に発生しており，

今回の条件ではチッピングフリーなダイシングは実現でき

なかった。以上の結果から，基板厚 1000 µm のウエハは，

新規に処理条件の探索が必要であると分かった。 
今後 1000 µm の厚いウエハをステルスダイシングする

場合，レーザ照射条件をより強化するだけでなく，チップ

を手で割る作業は避けなければならない。エキスパンドの

みでチップを完全にセパレートするには，照射条件の最

適化，テープ材質の変更が必須である。 
 
４．その他・特記事項（Others） 
装置の技術補助を行って頂いた Eric Lebrasseur 氏

に感謝します。 
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